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【はじめに】 持続可能な社会の実現に向けた人工光合成が注目されている。現在主流であるワイドバ

ンドギャップ半導体を用いた水分解は紫外光のみを使用するため、反応効率に限界がある。そこで我々

は、太陽電池材料として用いられる Cu(In,Ga)Se2(CIGS)に着目した。CIGS は可視光領域での光吸収

係数が半導体の中でも高いため、より高効率な水分解材料として期待できる。しかし、太陽電池材料に

用いられているようなCIGSは、VBMが酸素生成電位より小さいため、水分解が困難である[1]。我々は

この問題を解決する手段として、2つの方法を検討した。1つ目は CIGS層の表面に CdSを積層させる

方法である。CdS の VBM は水の酸素生成電位より大きいため、CdS/CIGS 構造により水分解が可能

となる。2 つ目は CIGS 層の Se を S に置換し、Cu(In,Ga)S2 を形成する方法である。Cu(In,Ga)S2の

VBM は酸素生成電位より大きいため[2]、水分解が可能となる。しかし良質な Cu(In,Ga)S2の成膜は困

難なため、CIGS 層を硫化することで、溶液と接触する薄膜表面のみの VBM の制御を検討した。本研

究では、より高効率な水分解を目指して、CIGS表面への CdS層の積層とCu(In,Ga)S2を用いたバンド

ギャップ制御を行い水分解の検討を行った。 

【実験方法】 SLG基板上に DCスパッタでMo電極を堆積し、MBE装置を用いた 3段階法でCIGS薄

膜を堆積した。得られた CIGS 薄膜上に CdS 層を CBD 法で堆積した。この試料を光電気化学反応セ

ルの光陰極、Pt基板を陽極として用いた。電解液は 0.1 mol/Lの Na2SO4水溶液を NaOHで pHを 9.5

に調整した。光源に Xe ランプを用いて AM1.5下での電流-電圧測定を行った。 

【結果及び考察】 図 1に、3 cm×3 cmの基板上に成膜したCdS/CIGS構造の電流-電圧特性を示す。

明条件は暗条件と比較して、印加電圧が小さいほどカソード電流が増加した。これは p 型の半導体と同

様の電流-電圧特性を示し、CdS/CIGS構造を用いても水分解が可能であることが示唆される。CIGS層

を硫化することによる VBMの制御及びそれに対する電流-電圧特性の変化に関しては当日報告する。 
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図 1. CdS/CIGSの電流-電圧特性 
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